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Generator napiecia piloksztattnego

Przedmiotem wynalazku jest generator napigcia pitoksztaltnego, przeznaczony do sterowania fazg przesu-
nigcia impulséw zwalniajacych w tyrystorowych uktadach przeksztattaikowych.

Do sterowania kata przesunigcia impulséw zwalniajacych w uktadach przeksztaltnikowych stosowane sg
generatory napiecia tréjkatnego lub pitoksztaltnego. Liniowos¢ przebiegu wytwarzanego napigcia oraz symetria
napieé poszczegdinych generatoréw pracujacych we wspdlnym ukladzie wielofazowym posiadajg decydujace
znaczenie dla jakodci regulacii i symetrii przebiegdw w obwodzie gtéwnym przeksztatinika. Wada tych generato-
réw jest ograniczony zakres zmian kata przesunigcia impulséw do wstepnego fazowania przeksztalinika wynoszy-
cy 210°. Ponadtc generatory te wykazuja duzi nielinjowosé napigcia, oraz zaleznosci symetrii w uktadach
wielofazowych od tolerancji parametréow uzytych elementdw, takich jak indukcyinosé diawikéw i pojemnosé
kondensatoréw.

Celem wynalazku jest uzyskanie zakresu zmian kata przesunigcia impulséw wigkszego niz 210°, umozliwia-
jacego wstepne fazowanie przksztattnika przy réznych grupach potaczen transformatoréw giéwnych, a ponad-
to uzyskanie pionowego ograniczenia zmian fazy.

Cel ten zostal osiggniety przez skonstruowanie generatora w ktérym stabilizujacy tranzystor, polaczony
w uktadzie wspdlnej bazy w stopniu formujacym, ma kolektor polaczony z kondensatorem i poprzez opornik
z kolektorem zwierajacego tranzystora, oraz z emiterem tranzystora dolnego ograniczenia i poprzez opornik z ba-
23 tranzystora gérnego ograniczenia w bloku ograniczert pionowych. W obwdd emitera stabilizujacego tranzystora
jest wlaczony opornik regulacyjny, w celu nastawienia wartosci stabilizowanego pradu statego tadowania kon-
densatora. Ponadto baza tranzystora dolnego ograniczenia jest polaczona z dzielnikiem napiecia, ustalajacym
poziom dolnego ograniczenia. Emiter tranzystora gérnego ograniczenia jest polaczony z dzielnikiem napiecia,
ustalajgcym poziom gornego ograniczenia napigecia. Kolektor tranzystora gérnego ograniczenia jest potaczony
z baza nast¢pnego tranzystora, ktérego kolektor jest poltaczony poprzez opornik z bazg widrnika.

Generator napiecia pitoksztattnego, wediug wynalazku odznacza sie duzym zakresem regulacji kata, wyno-
szacym 230° ajego uchyb katowy jest mniejszy niz 2° w calym zakresie sterowania, co stanowi o.wysokiej
jakosci i symetrii przebiegéw w obwodzie gtdwnym przeksztattnika. Dzigki skutecznemu ograniczeniu zakresu
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zmian kata w generatorze eliminuje si¢ mozliwo$¢é przesterowania i wygaszania impulséw, w wyniku czego uzy-
skuje si¢ pewnosc¢ pracy uktadu przeksztaitmkowego Ponadto generator zapewma uzyskanie liniowosci wyzszej
od 1 procentu oraz dobrej symetrii napie ¢ pitoksztattnych.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladowym rozwiazaniu na rysunku, ktéry przedstawia
schemat ideowy generatora.

Generator zawiera tranzystorowy stopier formujacy 1, polgczony z transformatorowym blokxem ograni-
czen pionowych 2. W tranzystorowym stopniu formujgcym 1, kolektor tranzystora wejsciowego T, jest potaczo-
ny z baza zwierajacego tranzystora T, oraz poprzez opornik R; z bazg stabilizowanego tranzystora T3. Kolektor
tranzystora stabilizowanego T3 jest potaczony z kondensatorem C i poprzez opornik R, z kolektorem tranzysto-
ra T,. Ponadto kolektor tranzystora stabilizowanego T; jest potaczony z emiterem tranzystora dolnego ograni-
czenia T, ipoprzez opornik R; z bazg tranzystora gémego ograniczenia Ts. W obwodzie emitera tranzystora
stabilizujacego T3 jest wiaczony opornik regulacyjny R4, w celu nastawienia wartodci stabilizowanego pradu
statego ladowania kondensatora C. Baza tranzystora dolnego ograniczenia T, jest potaczona poprzez opornik R;
z dzielnikiem napiecia Rg, ustalajgcym poziom dolnego ograniczenia. Kolektor tego tranzystora T, jest potaczo-
ny poprzez diode D i opornik R, z bazg tranzystorowego wtérnika Ts. Emiter tranzystora gérnego ograniczenia
Ts jest potaczony z dzielnikiem napiecia Rg, ustalajgcym poziom gérnego ograniczenia. Kolektor tego tranzysto-
ra Ts jest polaczony z baza nastepnego tranzystora Ty, ktdrego kolektor jest potaczony poprzez opornik Ry
z bazg tranzystorowego wtdrnika Tg.

Dziatanie generatora napigd pitoksztattnych, wedtug wynalazku polega na tym, ze kondensator C w obwo-
dzie kolektora tranzystora stabilizacyjnego T5 taduje si¢ stabilizowanym pragdem stalym, ktdrego wartosé nasta-
wia si¢ opornikiem regulacyinym R, w obwodzie emitera. Napig cie na kondensatorze C narasta liniowo do chwili
wysterowania tranzystora zwierajacego T,, po czym kondensator C, roztadowuje si¢ poprzez opornik R, i tran-
zystor zwierajacy T, . Tranzystor T, steruje si¢ napigciem synchronizowanym, podawanym na wejécie generatora
z mostka diodowego. W wyniku tego kondensator? C }aduje si¢ przez dwie-trzecie okresu, a przez jedng-trzecia
jest zwierany.

Napigcie na kondensatorze C ma przebieg pitoksztattny, ktérego czgsé liniowa odpowiada katowi 230°.
Jezeli napiecie na kondensatorze C jest mniejsze od napigcia ustalonego dzielnikiem Rg, to tranzystor T, nie
przewodzi pradu, a tranzystor Ts jest zablokowany, przy czym napiecie na wyjsciu generatora utrzymuje sie na
poziomie napigcia zasilajacego. W chwili gdy napigcie na kondensatorze C przekroczy wartos¢ napigcia, nastawio-
ng na dzielniku Re wtedy tranzystor T, zostaje wysterowany, a wtérnik T¢ odtwarza na wyjsciu generatora
przebieg napiecia na kondensatorze C. Stan ten trwa do chwili, gdy wzrost wartosci napigcia na kondensatorze C
przekroczy warto$¢ nastawions dzielnikiem Rg. Wtedy tranzystor Ts poprzednio zablokowany, zostaje wystero-
wany ‘co powoduje nasycenie si¢ tranzystora T, i podanie napigcia zasilania na bazg¢ wtérnika T, ktére pojawia
sig na wyjsciu. W ten sposéb na pitoksztattny przebieg napngcxe na kondensatorze C.zostaje natozone napiecie

- ograniczajace zakres zmian kata przesunigcia impulséw.

Zastrzezenie patentowe

Generator napigcia pitoksztattnego, wsp6ipracujacy z mostkiem diodowym, znamienny tym, ze stabilizu-
jacy tranzystor (T3), potaczony w uktadzie wspdinej bazy w stopniu formujacym, ma kolektor potaczony z kon-
densatorem (C) i poprzez opornik (R, ) z kolektorem zwierajacego tranzystora (T, ), oraz z emiterem tranzystora
dolnego ograniczenia (T,) i poprzez opornik (R3) z bazg tranzystora gérnego ograniczenia (T5), w bloku ograni-
czent pionowych (2), przy czym w obwdéd emitera tranzystora stabilizujacego (T3 ) jest wiaczony opornik regula-
cyiny (Rs), wcelu nastawienia wartodci stabilizowanego pradu statego tadowania kondensatora (C), ponadto
baza tranzystora dolnego ograniczenia (T,;) jest poltaczona z dzielnikiem napigcia (Rg), ustalajacym poziom
dolnego ograniczenia napigcia, a emiter tranzystora gérnego ograniczenia (Ts) jest potiaczony z dzielnikiem na-
pigcia (Rg), ustalajacym poziom gérnego ograniczenia napigcia, za$ kolektor tego tranzystora (Ts) jest potaczo-
ny z baza nastgpnego tranzystora (T;) ktdrego kolektor ]est potaczony poprzez opormk (Ry) z baza wtérnika
tranzystorowego (Tg).
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